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SUSZEPTOR ZUM HALTEN EINER HALBLEITERSCHEIBE MIT ORIENTIERUNGSKERBE
SOWIE ABSCHEIDEVERFAHREN

Gegenstand der Erfindung ist ein Suszeptor zum Halten einer Halbleiterscheibe mit
Orientierungskerbe wahrend des Abscheidens einer Schicht auf einer Vorderseite der
Halbleiterscheibe. DarlUber hinaus ist Gegenstand der Erfindung auch ein Verfahren
zum Abscheiden der Schicht auf einer Vorderseite einer Halbleiterscheibe mit
Orientierungskerbe unter Verwendung des Suszeptors, wobei die Halbleiterscheibe

eine <100>-Orientierung aufweist.

Stand der Technik / Probleme

In US 2008/0118712 A1 ist ein Suszeptor beschrieben, umfassend einen
Suszeptorring und einen Suszeptorboden. Der Suszeptorring hat einen Sims (ledge)
zum Ablegen einer Halbleiterscheibe im Randbereich der Ruckseite der
Halbleiterscheibe und wird zum Abscheiden einer Schicht auf der Vorderseite der
Halbleiterscheibe auf dem Suszeptorboden abgelegt. Die abgelegte Halbleiterscheibe
befindet sich in einer Tasche des Suszeptors, wobei der Radius zwischen der Mitte
des Suszeptorrings und dem inneren Rand der dulReren Begrenzung den Radius der
Tasche definiert. Der Suszeptorring und der Suszeptorboden bilden eine zweiteilige
Einheit.

Suszeptorring und Suszeptorboden kdnnen auch als einteiliger Suszeptor ausgebildet
sein. In US 2007/0227441 A1 ist ein solcher Suszeptor beschrieben, und in dieser
Druckschrift wird auf periodische Schwankungen der Dicke der epitaktischen Schicht
im Randbereich von epitaktisch beschichteten Halbleiterscheiben aus Silizium
hingewiesen. Grund sind unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten, mit denen
die epitaktische Schicht wachst. Die unterschiedlichen Wachstumsgeschwindigkeiten
stehen in Zusammenhang mit der Kristallorientierung. In einem Kantenbereich, der an
die Vorderseite der Halbleiterscheibe angrenzt, sind Kristallebenen exponiert, die

unterschiedliche Kristallorientierungen haben. Bei Halbleiterscheiben aus
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einkristallinem Silizium mit <100>-Orientierung wechseln die Kristallorientierungen
periodisch entlang des Umfangs der Halbleiterscheibe. Es gibt vier Stellen im
Kantenbereich im Abstand von jeweils 90° mit <110>-Orientierung, an denen eine
epitaktische Schicht vergleichsweise schnell wachst und vier weitere Stellen im
Abstand von jeweils 45° zu den anderen vier Stellen, an denen einen epitaktische
Schicht vergleichsweise langsam wachst. Um die Dicke der epitaktischen Schicht im
Randbereich zu vergleichmafigen, wird in US 2007/0227441 A1 vorgeschlagen, die
Struktur des Suszeptors mit der Periode der Dickenschwankungen zu verandern.

Diese Lehre lasst unbertcksichtigt, dass Halbleiterscheiben, bei denen die erwahnten
Dickenschwankungen als problematisch betrachtet werden, mit einer
Orientierungskerbe (notch) im Randbereich versehen sind. Bei Halbleiterscheiben aus
Silizium mit <100>-Orientierung der Vorderseite befindet sich die Orientierungskerbe
meistens an einer der vier Stellen, an denen eine epitaktische Schicht
vergleichsweise schnell wachst und markiert eine von vier <110>-Kristallrichtungen.
Gelegentlich befindet sich die Orientierungsskerbe auch 45° entfernt von einer
solchen Stelle und markiert eine von vier <100>-Kristallrichtungen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das Vorhandensein der
Orientierungskerbe mit zu bericksichtigen und flir malgeschneiderte
Wachstumsbedingungen an den erwahnten Stellen im Kantenbereich zu sorgen.

Die Aufgabe der Erfindung wird gel6st durch einen Suszeptor zum Halten einer
Halbleiterscheibe mit Orientierungskerbe wahrend des Abscheidens einer Schicht auf
einer Vorderseite der Halbleiterscheibe, umfassend einen Suszeptorring und einen
Suszeptorboden, der Suszeptorring umfassend eine Ablageflache zum Ablegen der
Halbleiterscheibe im Randbereich einer Rickseite der Halbleiterscheibe und eine an
die Ablageflache angrenzende stufenférmigen aullere Begrenzung des
Suszeptorrings, dadurch gekennzeichnet,

dass der Suszeptor vier Positionen aufweist, an denen sich die Struktur des
Suszeptors unterscheidet von der Struktur des Suszeptors an weiteren vier
Positionen, wobei der Abstand von einer der vier Positionen zur nachsten der vier

Positionen 90° und der Abstand von einer der vier Positionen zur nachsten weiteren
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Position 45° betragt, und eine der vier Positionen eine Notch-Position ist, an der sich
die Struktur des Suszeptors unterscheidet von der Struktur des Suszeptors an den
drei anderen der vier Positionen des Suszeptors.

Der Suszeptorring und der Suszeptorboden kénnen als einteilige oder als zweiteilige
Einheit ausgebildet sein. Bevorzugt ist eine zweiteilige Ausfuihrung, wobei der
Suszeptorboden vorzugsweise aus Graphit-Filz oder aus Graphit-Filz, der mit
Siliziumcarbid beschichtet ist, oder aus Graphit, der mit Siliziumcarbid beschichtet ist,
oder aus Siliziumcarbid besteht, und der Suszeptorring vorzugsweise aus
Siliziumcarbid oder aus einem anderen Material, das mit Siliziumcarbid beschichtet

ist. Bei dem anderen Material handelt es sich vorzugsweise um Graphit oder Silizium.

Der Suszeptorring umfasst eine Ablageflache (ledge) zum Ablegen einer
Halbleiterscheibe im Randbereich der Rlckseite der Halbleiterscheibe und eine an die
Ablageflache angrenzende stufenférmige aulere Begrenzung. Die abgelegte

Halbleiterscheibe befindet sich in einer Tasche des Suszeptors.

Die Ablageflache hat eine radiale Breite und erstreckt sich vom inneren Rand der
auleren Begrenzung nach innen. Vorzugsweise ist die Ablageflache in einem innen

liegenden Teilbereich oder vollstdndig nach innen abfallend geformt.

Die duRere Begrenzung hat eine radiale Breite, die dem Abstand zwischen dem
inneren Rand und einem aufleren Rand der dulleren Begrenzung entspricht. Die
aullere Begrenzung hat eine obere Begrenzungsflache und am inneren Rand eine
Hohe, die sich von der Ablageflache bis zur oberen Begrenzungsflache erstreckt. Am
inneren und am auferen Rand der aulleren Begrenzung hat der Suszeptor jeweils

eine Dicke.

An vier Positionen des Suszeptors, die Uber den Umfang verteilt sind, ist die Struktur
des Suszeptors unterschiedlich zur Struktur des Suszeptors an vier weiteren
Positionen des Suszeptors, die Uber den Umfang verteilt sind. Die vier Positionen
haben jeweils einen Abstand von 90° zur nachsten der vier Positionen und jeweils

einen Abstand von 45° zu nachsten der vier weiteren Positionen. Dartber hinaus
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unterscheidet sich die Struktur des Suszeptors an drei der vier Positionen von der

Struktur an der vierten Position, der Notch-Position.

Vorzugsweise bleibt die Struktur des Suszeptors in Umfangsrichtung Gber eine
laterale Ausdehnung von £ 22,5° von den drei der vier Positionen unverandert.
Besonders bevorzugt ist es jedoch, den Suszeptor so zu gestalten, das die
Strukturdnderung in Umfangsrichtung in unmittelbarer Nachbarschaft der drei der vier
Positionen beginnt, beispielsweise in einer Entfernung von nicht mehr als £ 1°, und
rasch voranschreitet, vorzugsweise so schnell, dass die Struktur der vier weiteren

Positionen bereits bei einer Entfernung von nicht mehr als + 5° erreicht ist.

Der Suszeptor wird in einem Verfahren zum Abscheiden einer Schicht auf einer
Vorderseite einer Halbleiterscheibe mit Orientierungskerbe verwendet. Die
Halbleiterscheibe hat eine <100>-Orientierung, und das Verfahren umfasst

das Ablegen der Halbleiterscheibe auf der Ablageflache des Suszeptorrings derart,
dass die Orientierungskerbe und die Notch-Position des Suszeptors auf einer Line
angeordnet sind, die zur Mitte der Halbleiterscheibe weist; und das Beschichten der
Vorderseite der Halbleiterscheibe in einem Einzelscheibenreaktor.

Die Vorderseite der Halbleiterscheibe ist die obere Hauptfliche der Halbleiterscheibe,
auf der die epitaktische Schicht abgeschieden wird, beispielsweise die (100)-Flache.
Die Orientierungskerbe ist eine Einbuchtung im Kantenbereich der Halbleiterscheibe,
dort wo eine <110>-Richtung von der Kante zeigt, also an einer der Stellen, an denen
die epitaktische Schicht vergleichsweise schnell wéachst.

Die Halbleiterscheibe besteht vorzugsweise aus Silizium, Germanium oder aus einer
Mischung dieser Elemente. Es kann aber auch eine SOI-Scheibe (silicon on
insulator), eine gebondete Halbleiterscheibe oder eine Substratscheibe sein, die
bereits mit einer oder mehreren epitaktischen Schichten beschichtet worden ist. Die
epitaktische Schicht besteht vorzugsweise aus Silizium, Germanium oder aus einer

Mischung dieser Elemente, und enthalt gegebenenfalls Dotierstoff.
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Die Halbleiterscheibe kann von einem Einkristall abgetrennt werden, der nach der FZ-
Methode (float zone) oder nach der CZ-Methode kristallisiert wurde. Die CZ-Methode
umfasst das Eintauchen eines Keimkristalls in eine Schmelze, die in einem Tiegel
enthalten ist, und das Anheben des Keimkristalls und des daran kristallisierenden

Einkristalls von der Schmelze.

Die Halbleiterscheibe hat einen Durchmesser von mindestens 200 mm, vorzugsweise

mindestens 300 mm.

Die erfindungsgeméafie Anordnung der Halbleiterscheibe auf der Ablageflache in
Kombination mit der Struktur des Suszeptors stellt angepasste Bedingungen flr das
Wachsen der epitaktischen Schicht zur Verfligung. Drei der vier Stellen, an denen die
epitaktische Schicht vergleichsweise schnell wachst, korrespondieren mit drei der vier
Positionen des Suszeptors. Die vierte Stelle, die derjenigen entspricht, wo sich auch
die Orientierungskerbe befindet, korrespondiert mit der vierten der vier Positionen des
Suszeptors, der Notch-Position. Die Struktur des Suszeptors an der Notch-Position
unterscheidet sich von der Struktur des Suszeptors an den drei der vier Positionen
des Suszeptors. Gemal einer Ausgestaltung der Erfindung entspricht die Struktur des
Suszeptors an der Notch-Position der Struktur des Suszeptors an den weiteren vier
Positionen des Suszeptors. Gemaf einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist die
Struktur an der vierten Position des Suszeptors auch eine andere, als an den vier

weiteren Positionen des Suszeptors.

Die bezlglich der vorstehend ausgeflhrten Ausfuhrungsformen der
erfindungsgemafien Vorrichtung angegebenen Merkmale kénnen entsprechend auf
das erfindungsgemafe Verfahren Ubertragen werden. Diese und andere Merkmale
der erfindungsgemafen Ausflihrungsformen werden in der Figurenbeschreibung und
in den Ansprlchen erldutert. Die einzelnen Merkmale kdnnen entweder separat oder
in Kombination als Ausfuhrungsformen der Erfindung verwirklicht werden. Weiterhin
kénnen sie vorteilhafte AusfUhrungen beschreiben, die selbststéndig schutzfahig

sind.
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Kurzbeschreibung der Figuren

Fig. 1 zeigt einen Suszeptor umfassend einen Suszeptorring und einen
Suszeptorboden.

Fig.2 zeigt in Draufsicht eine Halbleiterscheibe mit <100>-Orientierung.

Fig.3 und Fig.4 zeigen im Vertikalschnitt einen Suszeptor und eine auf der
Ablageflache des Suszeptorrings abgelegte Halbleiterscheibe.

Fig.5 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt des Suszeptorrings 6 und einer auf der
Ablageflache 8 des Suszeptorrings 6 liegenden Halbleiterscheibe 2.

Fig.6 zeigt die Seitenansicht eines Teils der Ablageflache und des inneren Rands der
aulleren Begrenzung eines Suszeptorrings.

Fig.7 und Fig.8 zeigen jeweils die Topographie der Rlckseite von Halbleiterscheiben
nach dem Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf der Vorderseite.

Liste der verwendeten Bezugszeichen

Suszeptor

Halbleiterscheibe

Orientierungskerbe der Halbleiterscheibe
Schicht

auflerer Rand der Halbleiterscheibe
Suszeptorring

Suszeptorboden

Ablageflache des Suszeptorrings

W 0 N O g & W N =

innerer Rand der Ablageflache

-
o

aullere Begrenzung des Suszeptorrings

—
N

innerer Rand der dufleren Begrenzung

-
N

auflerer Rand der dufReren Begrenzung

-
w

Ausbuchtung der Ablageflache

-
F-

Ausbuchtung der dufReren Begrenzung
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Detaillierte Beschreibung erfindungsgemaier Ausfihrungsbeispiele

Fig.1 zeigt die relative Anordnung des Suszeptorbodens 7, des Suszeptorrings 6 und
einer Halbleiterscheibe 2 mit Orientierungskerbe 3. Der Suszeptorring 6 liegt wahrend
des Gebrauchs auf dem Suszeptoboden 7 und die Halbleiterscheibe 2 auf einer
Ablageflache 8 des Suszeptorrings 6. Die Durchmesser des Suszeptorbodens 7 und
des Suszeptorrings 6 kénnen gleich sein. Der Durchmesser des Suszeptorbodens 7
kann aber auch gréRer sein, als der Durchmesser des Suszeptorrings 6. Der
Suszeptorring 6 und der Suszeptorboden 7 kénnen abweichend von der Darstellung

auch eine einteilige Einheit bilden.

Fig.2 zeigt eine Halbleiterscheibe 2 mit einer Orientierungskerbe 3. Die
Halbleiterscheibe 2 weist eine <100>-Orientierung auf. Die obere Seitenflache der
Halbleiterscheibe 2 ist beispielsweise die (100)-Ebene. Die Orientierungskerbe 3
markiert eine von vier <110>-Kristallrichtungen, die um den Umfang der
Halbleiterscheibe im Abstand von 90° verteilt auf entsprechende Ebenen im Bereich
der Kante der Halbleiterscheibe hinweisen, auf denen eine epitaktische Schicht mit
vergleichsweise hoéherer Geschwindigkeit aufwachst, als auf Ebenen im Bereich der

Kante, auf welche vier <100>-Kristallrichtungen hinweisen.

Korrespondierend dazu weist ein erfindungsgemafier Suszeptor 1 vier Positionen auf,
an denen sich die Struktur des Suszeptors unterscheidet von der Struktur, die der
Suszeptor an vier weiteren Positionen hat. Der Abstand von einer der vier Positionen
zur nachsten Position betragt 90° und der Abstand von einer der vier Positionen zur
nachsten weiteren Position betragt 45°. DarUber hinaus unterscheidet sich die
Struktur des Suszeptors an einer der vier Positionen von der Struktur, die der
Suszeptor an den drei anderen Positionen aufweist. Diese eine Position wird
nachfolgend Notch-Position genannt, weil wahrend des Gebrauchs des Suszeptors
vorgesehen ist, eine Halbleiterscheibe mit <100>-Orientierung derart auf der
Ablageflache des Suszeptorrings abzulegen, dass deren Orientierungskerbe 3 und
die Notch-Position auf einer Linie angeordnet sind, die zur Mitte der Halbleiterscheibe

weist.
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Fig.3 zeigt im Vertikalschnitt einen Suszeptor 1 und eine auf der Ablageflache 8 des
Suszeptorrings 6 abgelegte Halbleiterscheibe 2. Der Vertikalschnitt verlduft durch die
mit 0° gekennzeichnete Notch-Position und durch die Position, die der Notch-Position

gegenuUberliegt und mit 180° gekennzeichnet ist.

Eine erste Ausfuhrungsform eines erfindungsgemafien Suszeptors sieht vor, dass der
Abstand A zwischen dem &ufleren Rand der Halbleiterscheibe 5 und dem inneren
Rand 11 der duReren Begrenzung 10 des Suszeptorrings 6 an den drei der vier
Positionen des Suszeptors 1 kleiner ist, als an der vierten Position, der Notch-
Position, und kleiner ist, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors. An der
Notch-Position kann der Suszeptor die gleiche Struktur aufweisen, wie an den
weiteren vier Positionen, oder eine Struktur haben, die zusatzlich durch eine, nach
innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder
eine Struktur haben, die zusatzlich durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der
Ablageflache 13 und durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren
Begrenzung 14 (Fig.6) gekennzeichnet ist.

Eine zweite Ausfuhrungsform eines erfindungsgemafen Suszeptors sieht vor, dass
die radiale Breite W der Ablageflache 8 des Suszeptorrings 6 an den drei Positionen
der vier Positionen des Suszeptors 1 kleiner ist, als an der vierten Position, der Notch-
Position, und kleiner ist, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors. An der
Notch-Position kann der Suszeptor die gleiche Struktur aufweisen, wie an den
weiteren vier Positionen, oder eine Struktur haben, die zusatzlich durch eine, nach
innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder
eine Struktur haben, die zusétzlich durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der
Ablageflache 13 und durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren

Begrenzung 14 (Fig.6) gekennzeichnet ist.

Eine dritte Ausfihrungsform eines erfindungsgemafien Suszeptors sieht vor, dass die
Hohe H der duReren Begrenzung des Suszeptorrings an den drei Positionen der vier
Positionen des Suszeptors 1 grofier ist, als an der vierten Position, der Notch-
Position, und gréRer ist, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors 1. An der
Notch-Position kann der Suszeptor die gleiche Struktur aufweisen, wie an den
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weiteren vier Positionen, oder eine Struktur haben, die zusétzlich durch eine, nach
innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder
eine Struktur haben, die zusétzlich durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der
Ablageflache 13 und durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren

Begrenzung 14 (Fig.6) gekennzeichnet ist.

Eine vierte Ausfihrungsform eines erfindungsgemafien Suszeptors sieht vor, dass die
Dicke D des Suszeptors 1 an den drei Positionen der vier Positionen des Suszeptors

1 kleiner ist, als an der vierten Position, der Notch-Position, und kleiner, als an den
weiteren vier Positionen des Suszeptors 1. An der Notch-Position kann der Suszeptor
die gleiche Struktur aufweisen, wie an den weiteren vier Positionen, oder eine Struktur
haben, die zuséatzlich durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der
Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder eine Struktur haben, die zusatzlich
durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 und durch eine,
nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren Begrenzung 14 (Fig.6)

gekennzeichnet ist.

Eine fUnfte Ausflhrungsform eines erfindungsgemalen Suszeptors sieht vor, dass die
radiale Breite B der dufleren Begrenzung des Suszeptorrings 6 an den drei Positionen
der vier Positionen des Suszeptors 1 kleiner ist, als an der vierten Position, der Notch-
Position, und kleiner, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors. An der
Notch-Position kann der Suszeptor die gleiche Struktur aufweisen, wie an den
weiteren vier Positionen, oder eine Struktur haben, die zusatzlich durch eine, nach
innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder
eine Struktur haben, die zusétzlich durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der
Ablageflache 13 und durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren

Begrenzung 14 (Fig.6) gekennzeichnet ist.

Eine sechste Ausfihrungsform eines erfindungsgemafen Suszeptors sieht vor, dass
die duRere Begrenzung 10 des Suszeptorrings 6 an den drei anderen der vier
Positionen des Suszeptors 1 vom inneren Rand 11 der dulleren Begrenzung 6 bis
zum aufieren Rand 12 der dufleren Begrenzung 6 von einer Hohe H» auf eine Hohe
H1 abnimmt, und an der Notch-Position des Suszeptors 1 und den weiteren vier
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Positionen des Suszeptors auf der Hohe H1 bleibt (Fig.4). Die H6he Ha reicht
vorzugsweise Uber die Ebene der oberen Seitenflache einer auf der Ablageflache des
Suszeptorrings liegenden Halbleiterscheibe. An der Notch-Position kann der
Suszeptor die gleiche Struktur aufweisen, wie an den weiteren vier Positionen, oder
eine Struktur haben, die zusétzlich durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung
der Ablageflache 13 (Fig.5) gekennzeichnet ist, oder eine Struktur haben, die
zusatzlich durch die, nach innen gerichtete Ausbuchtung der Ablageflache 13 und
durch eine, nach innen gerichtete Ausbuchtung der duReren Begrenzung 14 (Fig.6)

gekennzeichnet ist.

Fig.5 zeigt in Draufsicht einen Ausschnitt des Suszeptorrings 6 und einer auf der
Ablageflache 8 des Suszeptorrings 6 liegenden Halbleiterscheibe 2. Dargestellt ist der
Bereich um die Notch-Position des Suszeptors. Die Orientierungskerbe 3 der
Halbleiterscheibe 2 kann unterlegt sein durch eine Ausbuchtung 13 der Ablageflache
8 des Suszeptorrings 6. In diesem Fall wiirde ohne die Ausbuchtung 13 die
Orientierungskerbe 3 Uber den inneren Rand der Ablageflache 8 hinaus nach innen
ragen. In den Bereichen auRerhalb der Ausbuchtung 13, also auch an den anderen
drei der vier Positionen und den weiteren vier Positionen des Suszeptors 1 ist die
radiale Breite W der Ablageflache 8 kleiner als an der Notch-Position.

Fig.6 zeigt die Seitenansicht eines Teils der Ablageflache 8 und des inneren Rands
11 der duReren Begrenzung 10 des Suszeptorrings 6. Dargestellt ist der Bereich um
die Notch-Position des Suszeptors. An dieser Position des Suszeptors 1 kann eine
Ausbuchtung 14 der aulleren Begrenzung 10 nach innen vorhanden sein. Die
Ausbuchtung 14 ist vorzugsweise so geformt, dass sie in die Orientierungskerbe 3

einer auf der Ablageflache 8 abgelegten Halbleiterscheibe ragt.

Die vorstehende Beschreibung beispielhafter Ausfuhrungsformen ist exemplarisch zu
verstehen. Die damit erfolgte Offenbarung erméglicht es dem Fachmann einerseits,
die vorliegende Erfindung und die damit verbundenen Vorteile zu verstehen, und
umfasst andererseits im Verstandnis des Fachmanns auch offensichtliche
Abédnderungen und Modifikationen der beschriebenen Strukturen und Verfahren.
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Daher sollen alle derartigen Abanderungen und Modifikationen sowie Aquivalente

durch den Schutzbereich der Anspriiche abgedeckt sein.

Die vorstehende Beschreibung betrachtet die Situation, wenn die Orientierungskerbe
eine von vier <110>-Kristallrichtungen markiert. Markiert die Orientierungskerbe eine
von vier <100>-Kristallrichtungen, gilt abweichend vorzugsweise eine der
nachfolgenden Bedingungen:

a) im Zustand einer auf der Ablageflache liegenden Halbleiterscheibe ist der Abstand
A, der zwischen dem aulReren Rand der Halbleiterscheibe und dem inneren Rand der
auleren Begrenzung des Suszeptorrings besteht, an den drei anderen der vier
Positionen des Suszeptors groRer, als an der Notch-Position des Suszeptors und
gréRer, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors;

b) die radiale Breite W der Ablageflache des Suszeptorrings ist an den drei anderen
der vier Positionen des Suszeptors groRer, als an der Notch-Position des Suszeptors
und gréRer, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors;

c) die H6he H der dulleren Begrenzung des Suszeptorrings an den drei anderen der
vier Positionen des Suszeptors ist kleiner, als an der Notch-Position des Suszeptors
und kleiner, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors;

d) die Dicke D des Suszeptors ist an den drei anderen der vier Positionen des
Suszeptors grdéRer, als an der Notch-Position des Suszeptors und gréfier, als an den
weiteren vier Positionen des Suszeptors;

e) die radiale Breite B der duReren Begrenzung des Suszeptorrings ist an den drei
anderen der vier Positionen des Suszeptors gréfRer, als an der Notch-Position des
Suszeptors und gréfer, als an den weiteren vier Positionen des Suszeptors; und

f) die dulRere Begrenzung des Suszeptorrings bleibt an den drei anderen der vier
Positionen des Suszeptors vom inneren Rand der auf3eren Begrenzung bis zum
aufleren Rand der duleren Begrenzung auf der Hohe H1, und nimmt an der Notch-
Position des Suszeptors und den weiteren vier Positionen des Suszeptors von der
Hohe H2 auf die Ho6he H1 ab.

Beispiel:
Halbleiterscheiben aus einkristallinem Silizium mit <100>-Orientierung und einem

Durchmesser von 300 mm wurden in einem Einzelscheibenreaktor mit einer
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epitaktischen Schicht aus Silizium beschichtet. Die Dicke der epitaktischen Schicht
betrug 2 ym. Der Suszeptor war gemaf der sechsten Ausflihrungsform ausgebildet.
Die Halbleiterscheiben wiesen eine eine <110>-Richtung markierende
Orientierungskerbe auf und wurden derart auf den Suszeptor gelegt, dass die
Orientierungskerbe und die Notch-Position des Suszeptors auf einer Linie angeordnet
waren, die zur Mitte der Halbleiterscheibe wies. Darlber hinaus waren am Suszeptor
an der Notch Position sowohl eine Ausbuchtung der Ablageflache nach innen als

auch eine Ausbuchtung der duReren Begrenzung nach innen vorhanden.

Mit dieser Konfiguration des Suszeptors konnte eine Ebenheit im Randbereich erzielt
werden, ausgedrickt als ESFQRmax und einem Randusschluss von 1 mm, von nicht
mehr als 150 nm. Insbesondere konnte damit auch das Entstehen einer Aufwachsung
auf der Rickseite der Halbleiterscheibe im Bereich der Orientierungskerbe, eines

sogenannten ,notch-bump®, unterdrickt werden.

Fig.7 zeigt die Topographie der Rlckseite einer solchen Halbleiterscheibe und Fig.8
zum Vergleich diejenige einer Halbleiterscheibe mit ,,notch bump®, der nicht
unterdrickt werden konnte, weil dem Suszeptor an der Notch-Position die
Ausbuchtungen fehlten.
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Patentanspriiche

1. Suszeptor zum Halten einer Halbleiterscheibe mit Orientierungskerbe wahrend des
Abscheidens einer Schicht auf einer Vorderseite der Halbleiterscheibe, umfassend
einen Suszeptorring und einen Suszeptorboden, der Suszeptorring umfassend eine
Ablageflache zum Ablegen der Halbleiterscheibe im Randbereich einer Rluckseite der
Halbleiterscheibe und eine an die Ablageflache angrenzende stufenférmigen dullere
Begrenzung des Suszeptorrings, dadurch gekennzeichnet,

dass der Suszeptor vier Positionen aufweist, an denen sich die Struktur des
Suszeptors unterscheidet von der Struktur des Suszeptors an weiteren vier
Positionen, wobei der Abstand von einer der vier Positionen zur nachsten der vier
Positionen 90° und der Abstand von einer der vier Positionen zur nachsten weiteren
Position 45° betragt, und eine der vier Positionen eine Notch-Position ist, an der sich
die Struktur des Suszeptors unterscheidet von der Struktur des Suszeptors an den

drei anderen der vier Positionen des Suszeptors.

2. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass, im Zustand einer auf
der Ablageflache liegenden Halbleiterscheibe, ein Abstand A, der zwischen einem
auferen Rand der Halbleiterscheibe und einem inneren Rand der dufl3eren
Begrenzung des Suszeptorrings besteht, an den drei anderen der vier Positionen des
Suszeptors kleiner ist, als an der Notch-Position des Suszeptors und kleiner, als an

den weiteren vier Positionen des Suszeptors.

3. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine radiale Breite W
der Ablageflache des Suszeptorrings an den drei anderen der vier Positionen des
Suszeptors kleiner ist, als an der Notch-Position des Suszeptors und kleiner, als an

den weiteren vier Positionen des Suszeptors.

4. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Héhe H der
aulleren Begrenzung des Suszeptorrings an den drei anderen der vier Positionen des
Suszeptors groRer ist, als an der Notch-Position des Suszeptors und gréfler, als an

den weiteren vier Positionen des Suszeptors.
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5. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Dicke D des
Suszeptors an den drei anderen der vier Positionen des Suszeptors kleiner ist, als an
der Notch-Position des Suszeptors und kleiner, als an den weiteren vier Positionen

des Suszeptors.

6. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine radiale Breite B
der duleren Begrenzung des Suszeptorrings an den drei anderen der vier Positionen
des Suszeptors kleiner ist, als an der Notch-Position des Suszeptors und kleiner, als

an den weiteren vier Positionen des Suszeptors.

7. Suszeptor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die auliere
Begrenzung des Suszeptorrings an den drei anderen der vier Positionen des
Suszeptors vom inneren Rand der duf’eren Begrenzung bis zum aufieren Rand der
aulleren Begrenzung von einer Hohe Hz auf eine Hohe H¢ abnimmt, an der Notch-
Position des Suszeptors und den weiteren vier Positionen des Suszeptors auf der
Hohe H bleibt.

8. Suszeptor nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Notch-Position des Suszeptors eine Ausbuchtung der Ablageflache nach innen

vorhanden ist.

9. Suszeptor nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass an der Notch-Position
des Suszeptors eine Ausbuchtung der dueren Begrenzung nach innen vorhanden
ist.

10. Verfahren zum Abscheiden einer Schicht auf einer VVorderseite einer
Halbleiterscheibe mit Orientierungskerbe, wobei die Halbleiterscheibe eine <100>-
Orientierung aufweist, umfassend

das Ablegen der Halbleiterscheibe auf einem Suszeptorring nach einem der
Ansprlche 1 bis 9 derart, dass die Orientierungskerbe und die Notch-Position des
Suszeptors auf einer Line angeordnet sind, die zur Mitte der Halbleiterscheibe weist;
und das Beschichten der Vorderseite der Halbleiterscheibe in einem
Einzelscheibenreaktor.



